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Большой прогресс в области полупроводниковых материалов и технологий спо-

собствует их широкому применению в электронике, энергетике, а также в высокотех-
нологичной технике. Однако, по мере развития, все более актуальным становится по-
лучение, в больших масштабах, качественных полупроводниковых кристаллов, в част-
ности твердых растворов на основе CdTe. 

Применения твердых растворов на основе CdTe весьма обширны: это и материал 
для детекторов, используемых в ядерном мониторинге [1], компьютерной томографии 
[2], в системах безопасности, спектрометрах/телескопах для рентгеновской визуализа-
ции (STIX) [3], а также для оснащения экспериментальных станций на источниках син-
хротронного излучения [4], и материал для солнечных батарей [5], а также оптоэлек-
троники [6]. 

Все описанные применения накладывают определенные требования к совершен-
ству и свойствам получаемых кристаллов на основе твердых растворов CdTe, в связи с 
чем работы по улучшению процессов роста или постростовой обработки кристаллов, с 
целью улучшения их свойств, а также уменьшения стоимости совершенных кристаллов 
на основе CdTe, представляют повышенный интерес.  

Одним их таких методов является процесс кратковременном выдержки кристал-
лов в «слабых» импульсных магнитных полях, B которых не превышает 1 Тл. Осу-
ществляемые воздействия приводят к изменению примесной дефектной подсистемы 
кристаллов, приводя к изменению не только электрических свойств, особо чувстви-
тельных к примесной составляющей полупроводников, но и к изменению макро-
свойств, таких как механические свойства кристаллов. Степень чувствительности кри-
сталлов напрямую зависит как от характеристик прикладываемого поля, так и от 
предыстории кристалла, а именно от его фазовой структуры и дефектной подсистемы. 
Даже незначительное присутствие кластеров/включений Fe, Ni или иного сильномаг-
нитного материала, в случае ферромагнитного упорядочения этих кластеров, значи-
тельно увеличивает чувствительность кристаллов к магнитному воздействию, приводя 
к существенным изменениям механических и иных характеристик кристаллов. 
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